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Тема дисертації:
1. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар’єрних структурах
InGaAs/GaAs та Ge/Si

2. Photoconductivity kinetics and recombination mechanisms of Ge/Si and InGaAs/GaAs barrier heterostructures

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню особливостей релаксації фотозбудження у
бар’єрних структурах з нанорозмірними об’єктами InGaAs та Ge/Si і визначенню механізмів фотопровідності
у таких гетероструктурах. Визначено роль квантово-розмірних станів нанооб’єктів та енергетичного
розупорядкування у процесах рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар’єрних структурах на основі
гетеропереходу InGaAs/GaAs та Ge/Si. Показано, що явище довготривалої фотопровідності з
неекспоненційною релаксацією фотозбудження, виявлене у структурах з нанооб’єктами, пояснюються
просторовим розділенням зарядів збуджених електронно-діркових пар локальними електричними полями
та впливом глибоких пасток в оточенні наноструктур. Визначено роль наноструктур у релаксації
фотозбудження та розтлумачено явище збільшення часу загасання фотоЕРС та фотоструму при легуванні



квантових точок InAs домішками донорного типу. Вперше показано, що присутність квантових точок InGaAs
в області просторового заряду p-i-n діодів призводить до розширення спектрального діапазону в ІЧ область
(до 1.2еВ), а їх легування кремнієм збільшує час життя нерівноважних носіїв заряду на порядок. Ключові
слова: квантові точки, квантові нитки, гетероструктури, процеси рекомбінації заряду, наноструктури,
InAs/InGaAs, Ge/Si, фотопровідність, квантово-розмірні стани.

2. The thesis is focused on the complex study of the features of photoexcitation relaxation and determination of
photoconductivity mechanisms in barrier structures with nano-sized objects InGaAs and Ge/Si. The research
determines the role of nano-objects quantum-dimensional states and energy disordering in the processes of non-
equilibrium charge carriers recombination in barrier structures based on the heterojunction of InGaAs/GaAs and
Ge/Si. The study shows that the phenomenon of long-term photoconductivity with non-exponential
photoexcitation relaxation, found in structures with nano-objects, is explained by spatial distribution of excited
electron-hole pair charges by local electric fields and influence of deep traps in nanostructures surrounding. The
role of nanostructures in the relaxation of photo-excitation is determined and the phenomenon of increasing the
time of photo-EMF and photocurrent attenuation during doping of InAs quantum dots by impurities of a donor
type is explained. The thesis shows that the presence of InGaAs quantum dots in the spatial charge of p-i-n diodes
leads to the expansion of the spectral range in the IR region (up to 1.2 eV), and their doping with silicon increases
the lifetime of nonequilibrium charge carriers by an order of magnitude. Keywords: quantum dots,
heterostructures, carrier lifetime, recombination processes, InAs/InGaAs, Ge/Si, nanostructure, semiconductor,
photoluminescence, photoconductivity recombination, quantum size state.
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